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Tato prace se zabyva pfipravou tenkych uhlikovych vrstev ve formé grafenu. Nejprve jsou
popsany duleZité vlastnosti grafenu, diky nimz je o tento material velky zajem. Nasleduje vycet
metod pfipravy a vyroby viéetné jejich prednosti i nedostatkl, zvlastni pozornost je pak
vénovana bezprenosovym metoddm a problematice adheze grafenu na substratu. Prace je
zamérena na metodu segregace, jejiz princip spociva vtepelném formovani struktury
C/Ni/substrat. Pfi snizovani teploty klesa rozpustnost uhliku v katalytické vrstvé kovu a uhlik
segreguje na fazovych rozhranich. Na za¢atku jsou porovnany Ctyfi druhy substrat(, z nichz je
vybran SiO,/Si waferovy substrat jako nejvhodnéjsi. Na zakladé XPS analyzy jsou ukazany
vyhody pouziti waferového substratu od kiemenného skla. Nasledné je popsan vliv doby
Zihani na kvalitu segregované vrstvy, ktera byla analyzovdna pomoci Ramanovy spektroskopie.
S cilem dale sniZit poruchovost a zvysit homogenitu grafenové vrstvy byl SiO»/Si substrat
modifikovan fyzikdlnimi a chemickymi metodami. Na modifikovanych povrsich byla
goniometricky uréena smacivost, drsnost metodou AFM, stejné modifikované substraty byly
poté pouZity pro pfipravu dalSich struktur. Na zakladé vysledkd Ramanovy spektroskopie byl
diskutovan vliv smacivosti povrchu na poruchovost a na pocet vrstev grafenu. Nakonec byl
zminén jev ubyvani katalytické vrstvy niklu, ktery ma negativni vliv na homogenitu

segregovanych vrstev a je limitujicim faktorem této metody.



